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サイクロトロン本体

欠陥生成の深さを調整可能

欠陥生成の深さは数μmから、400μm以上で対応可能。

ウエハ
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欠陥生成した範囲を調整可能

Ｓｉウエハに形成された欠陥生成イメージ

ビーム種類と半値幅及び欠陥生成率

A：Alpha-16.9MeV 半値幅：3μm

B：3Helium-23MeV 半値幅：8μm

C：Proton-7.9MeV 半値幅：23μm
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